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ние времени жизни уровня 4I13/2 ионов эрбия. Затухание люминесценции носило моноэкспонен-

циальный характер. Результаты представлены на рисунке 2. Обработка данных, полученных в 

ходе измерений, показала, что время жизни уровня 4I13/2 ионов эрбия в кристалле Er:YAP состав-

ляет 6,5 мс. 

  

Рис. 1. Спектр поглощения кристалла Er:YAP Рис. 2. Кинетика затухания люминесценции с 

уровня 4I13/2 ионов эрбия  

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-

ментальных исследований (проект №Ф21АРМ-004). 
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Для проведения исследований по определению порога лазерного разрушения кристаллов им-

пульсами фемтосекундной длительности проведена разработка экспериментальной установки, 

схема которой представлена на рисунке 1. В качестве источника фемтосекундных лазерных им-

пульсов 1 используется макет регенеративного усилителя чирпированных фемтосекундных им-

пульсов на основе кристалла Yb:KYW. В качестве источника затравочных световых импульсов 

использовался Yb:KYW лазер. Режим работы лазера – пассивная синхронизация мод. Выходные 

характеристики лазера приведены на рисунке 2. 

Импульсы излучения Yb:KYW лазера, следующие с частотой около 70 МГц, поступали в се-

лектор лазерных импульсов на основе кристалла BBO. Селектор понижал частоту следования 

цуга импульсов до килогерцового диапазона с целью последующего эффективного усиления в 

резонаторе усилителя. Отселектированные импульсы поступали в блок стретчера, собранный по 

схеме Мартинеса на базе одной отражательной дифракционной решетки. Стретчер вносил поло-

жительную дисперсию групповой скорости и импульсы длительностью 100–200 фс растягива-

лись до значений около 100–150 пс. Резонатор усилителя построен по Z-образной четырехзер-

кальной схеме, параметры резонатора рассчитывались для работы с динамически стабильной 

конфигурацией для снижения влияния термооптических искажений, вносимых активным эле-
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ментом. Параметры резонатора выбирались таким образом, чтобы обеспечить эффективное уси-

ление импульса без повреждения элементов усилителя. Максимальная энергия усиленных им-

пульсов достигала 1 мДж без разрушения оптических элементов. Завершающим блоком усили-

теля является компрессор лазерных импульсов. Фокусировка излучения на исследуемый образец 

5 производится с помощью объектива 3. Делительная пластинка 4 используется для отвода части 

лазерного излучения (< 5%) на блок диагностического оборудования 6, в состав которого входят: 

измеритель мощности лазерного излучения, осциллограф, измеритель профиля лазерного пучка 

и спектрометр. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – лазер, 2 – поворотные зеркала,  

3 – объектив, 4 – делительная пластинка, 5 – исследуемый образец,  

6 – блок диагностического оборудования 
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Рис. 2. Выходные характеристики лазера 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № Ф21РМ-129). 
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Основная цель испытаний оптических и оптико-электронных приборов (ОЭП) – это выявле-

ние их способности сохранять заданные свойства в условиях эксплуатации. Все виды испытаний 

включают контроль параметров и характеристик прибора при нормальных условиях и при воз-

действии внешних факторов (рис.1).  

 


